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１．概要（Summary） 

 近年，高速通信や大きな分子の同定，空港での薬物

検査などを応用先として，テラヘルツ波の研究が盛ん

になりつつある．テラヘルツ波の応用にはテラヘルツ

波に応答する光学素子が必須であるが，可視光領域と

比較すると十分な光学素子が揃っていない．基本的な

光学素子である偏光子も性能が十分ではない． 

本研究では，MEMS (Micro Electro Mechanical 

Systems)を用いて高性能な偏光子を実現する．具体的

には，2 層のワイヤーグリッドを対象波長の 100 分の

1 程度まで接近させて形成する．接近させることで，

層の間で起きる光の干渉を抑制することができる． 

 

２．実験（Experimental） 

 本研究のポイントは2層のワイヤーグリッドを数ミ

クロンオーダーのギャップを介して形成する点にあ

る．この実現のために，SOI (Silicon on Insulator)基

板のデバイス層をスペーサーとして用いることを考

えた．上下のワイヤーグリッド間に非常に狭いギャッ

プを実現できていることが確認できる．なお，これら

MEMS 構造は，ナノテクプラットフォームが有する

電子線描画装置を活用して作製したフォトマスクを

用いて実現した．構造設計と試作のトライアンドエラ

ーを繰り返したため，フォトマスク設計から作製まで

が数時間で実現できる環境は本研究を進める上で必

須であった． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 作製した2層型ワイヤーグリッド偏光子の消光比は

104 オーダーであった．さらに，2 層の境界面が存在

するときに典型的に表れるファブリペロー干渉が抑

制されていることを確認した．このことはテラヘルツ

帯の光学素子設計に新たな知見を与えることと期待

している． 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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